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본 발명은 절연기판과 다결정 반도체 물질로 만들어지고 절연기판 상에 배치되는 아일랜드와, 다결정 반도체 물질과 적
어도 한 금속과 금속규소화합물로 만들어지고 아일랜드를 둘러싸는 도전층과, 소스영역과 상기 소스영역으로부터 이격
된 드레인 영역과, 절연 필름이 아일랜드와 게이트 전극사이에 삽입되어 아일랜드 상에 배치되고 소스영역과 드레인 영
역 사이의 공간을 마주하는 게이트 전극을 포함하는 박막트랜지스터를 가진다.

아일랜드와 도전층을 형성하는 다결정 반도체 물질은 적어도 한 금속과 금속규소화합물로 만들어진 결정체 유도층과 
아일랜드에 상응한 개구를 가지는 절연기판 상에 배치된 첫 번째 비결정 반도체 물질을 초기에 가열냉각하고, 결정체-
유도층은 적어도 한 기판 측과 기판의 다른 측 상에 비결정 반도체 물질의 표면 위에 배치되며, 첫번째 비결정 반도체 
상에 두 번째 비결정 반도체를 두고, 두번째 비결정 반도체를 가열냉각함으로써 제조된다.

대표도
도 4

명세서

도면의 간단한 설명

도 1A는 본 발명의 실시예에 따른 p-SiTFT의 기본 구조를 나타내는 개략적 단면도이다.

도 1B는 게이트 절연 필름과 게이트 전극이 제거된 도 1A의 p-SiTFT의 평면도이다.

도 2는 도 1A의 p-SiTFT의 정열을 보여주는 개략 평면도이다.

도 3A-1에서 3A-3까지와 도 3B-1에서 3B-3까지는 a-Si 필름을 p-Si 필름으로저밀도 에너지와 고밀도 에너지에
서 개별적으로 전환하는 이론을 설명하는 도이다.

도 4A에서 4D는 핵을 만들기 위해 MIC와 MILC의 이론을 사용해 큰 입자 크기의 p-Si 필름을 제조하는 처리과정의 
필름의 단면도이다.

도 5A에서 5C는 p-SiTFT의 제조에서 엑시머레이저의 밀도 분포를 설명하는 예시도로, 도 5A는 절연기판 상에서 제
조된 p-Si 아일랜드의 정열을, 도 5B는 레이저의 이상적 조명 밀도 분포를, 도 5C는 다층 유전 마스크의 전도 분포를 
나타내는 평면도이다.

도 6A와 6B는 액정 표시패널의 주변회로의 제조에서 레이저 조명을 위한 마스크의 기본 구조를 설명하는 예시도로, 도 
6A는 마스크의 개략 평면도이고, 도 6B는 마스크의 전도 분포를 나타내는 개략 평면도이다.

도 7A에서 7D는 핵을 만들기 위해 MIC와 MILC의 이론을 사용해 큰 입자 크기의 p-Si 필름을 제조하기 위한 대체처
리 과정들에서 필름의 단면도이다.

도 8A에서 8F는 본 발명의 실시예에 따라서 p-SiTFT를 제조하는 처리과정에서 필름의 단면도이다.

도 9A에서 9F는 본 발명의 다른 실시예에 따라서 p-SiTFT를 제조하는 처리 과정에서 필름의 단면도이다.

도 10A에서 10C는 본 발명의 또 다른 실시예에 따라서 p-SiTFT를 제조하는 처리과정에서 필름의 단면도이다.

도 11은 액정표시패널의 주변회로를 구성하는 구동회로의 블럭구성도이다.

도 12A와 도 12B는 데이터의 한 비트에 상응하는 도 11의 소스 구동부의 블럭 구성도로, 도 12A는 디지털 구동부의 
블럭 구성을, 도 12B는 아날로그 구동부의 블럭구성을 나타낸다.
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도 13은 본 발명이 적용되는 액티브매트릭스와 수직장 형태 액정표시패널의 한 화소와 그 주변의 필수부분의 평면도이
다.

도 14는 도13의 ⅩⅣ-ⅩⅣ선을 따라 취해진 한 화소와 그 주변부의 단면도이다.

도 15는 본 발명이 적용되는 액정표시모듈의 분해사시도이다.

도 16은 도 15의 액정표시모듈과 결합되는 노트북 개인용 컴퓨터 혹은 워드 프로세서의 사시도이다.

< 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>

1 : p-Si섬(아일랜드) 1a, 1b, 16 : p-Si막

2 : 도전막 3 : 절연기판

4 : 게이트전극 5 : 게이트절연막

6 : 소스영역 7 : 드레인영역

8 : 버퍼층 9, 10 : 콘택트홀

11, 18 : a-Si막 12a, 12b : 결정성장의 핵

13 : 엑시머레이저빛 14 : 금속막

15 : 개구 17 : 결정입자

19 : 유전체마스크 20 : 마스크

71 : 타이밍제어회로 72 : 계조소스전압회로

73 : 공통전극용 전압회로 74 : 전원회로

75 : 소스드라이버 76 : 게이트전원회로

77 : 게이트드라이버 100 : p-SiTFT

101 : 채널영역 AOF : 양극산화막

AS : 반도체층 ASB : 구동회로기판 부착 액정표시소자

BL : 백라이트 BM : 블랙매트릭스

Cadd : 보지용량소자 DL : 영상신호선

FIL : 칼라필터 FPC1, FPC2 : 다층플렉시블회로기판

GBL : 도광판 GBS : 고부부시

GC1, GC2 : 고무쿠션 GI : 게이트절연막
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GL : 주사신호선 GT : 게이트전극

ITO1 : 투명화소전극 ITO2 : 공통투명화소전극

LC : 액정층 LCT : 접속커넥터

LP : 형광판 LPC1, LPC2 : 램프케이블

LS : 광반사판 MCA : 하측케이스

ORI1 : 하부배향막 ORI2 : 상부배향막

PCB : 인터페이스회로기판 POL1, POL2 : 편광판

PRS : 프리즘시트 PSV1, PSV2 : 보호막

RFS : 반사시트 SD1 : 소스전극

SD2 : 드레인전극 SHD : 실드케이스

SIO : 산화실리콘막 SPC1∼4 : 절연스페이서

SPS : 확산시트 SUB1 : 하부투명유리기판

SUB2 : 상부투명유리기판 TFT1, TFT2 : 박막트랜지스터

WD : 표시창

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 표시장치에 관한 것으로, 특히 절연기판상에 다결정반도체로 이루어지는 박막트랜지스터(이하, TFT라 한다)
를 설치하는 기술에 관한 것이다.

예를들어, 액정표시패널(즉, 액정표시소자, LCD)의 화소가 형성된 절연기판상의 주변에 구동회로와 콘트롤회로 등의 
주변회로를 형성하는 기술이 있다.

이 주변회로를 구성하는 다결정실리콘 박막 트랜지스터(이하, p-SiTFT라 한다)의 제조 프로세스는 본래 고온 프로세
스이지만, 이하의 공정에 의해 저온 프로세스를 실현하고 있다.

즉, 비정질실리콘(이하, a-Si라 한다)막의 형성, 엑시머레이저에 의한 a-Si막의 다결정화, 플라스마 CVD법 등에 의
한 게이트산화막의 형성, 스퍼터법 등에 의한 금속 또는 금속실리사이드로 이루어지는 게이트전극의 형성, 이온도프 또
는 이온주입에 의한 소스, 드레인영역의 형성, 그 후 레이저어닐링에 의한 이온활성화 등의 공정이다.

상기 엑시머레이저에 의한 a-Si막의 다결정화는, 20ns정도의 펄스폭의 자외광을 조사하면 a-Si이 융해되어 그 냉각
과정에 있어서의 다결정화가 일어나는 현상을 이용하고 있다.
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    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그러나, 종래의 방법에서는 다결정화가 고속인데다가 비평형과정이기 때문에 다결정막의 결정입자지름, 방위, 위치 등
을 제어하는 것이 매우 어렵다.

또한, p-SiTFT의 트랜지스터 특성상, 다결정막의 입자지름은 크면 클수록 좋지만 그만큼 입자지름의 분포가 불규칙
하게 되어 특성도 불규칙하게 된다.

한편, 입자지름이 TFT의 채널길이보다 충분히 작을 경우에는 특성의 불규칙함은 적어지지만 특성이 나빠지게 된다.

또한, 액정표시패널에서는 주변회로를 구성하는 p-SiTFT는 유리 등의 절연기판상에 형성되는 이른바 SOI(실리콘 온 
인슐레이터)구조이기 때문에, 기판전위를 얻을 수 없으며 특히 고성능의 주변회로를 형성하는 경우 전류-전압특성에 
킹크(kink)라 불리는 갑자기 상승해 버리는 바람직하지 못한 현상이 일어난다.

본 발명의 목적은, 결정입자의 방위가 가지런하며, 입계(粒界)의 불순물이 적은 다결정막으로 이루어지고, 채널부가 입
자지름이 트랜지스터의 채널길이보다 큰 다결정막으로 이루어지며, 입계가 채널길이 방향에 평행하게 늘어서 있는 소수
의 결정입자로 이루어지는 TFT를 가지는 표시장치를 제공하는 것에 있다.

본 발명의 다른 목적은, 액정표시패널의 구성기판상에 주변회로를 가지는 액정표시장치에 있어서, 적어도 주변회로를 
구성하는 TFT가 기판의 주평면과 평행한 면내에서는 결정입자의 방위가 가지런하며, 입계의 불순물이 적은 다결적막
으로 이루어지고, 채널부가 입자지름이 트랜지스터의 채널길이보다 큰 다결정막으로 이루어지며, 입계가 채널길이 방향
으로 평행하게 늘어서 있는 소수의 결정입자로 이루어지는 표시장치를 제공하는 것에 있다.

본 발명의 또다른 목적은, 트랜지스터를 형성하는 다결정반도체층에 접하는 다결정도전층을 가지며, 상기 도전층에 의
해 기판전위의 확정이 가능한 TFT를 가지는 표시장치를 제공하는 것에 있다.

    
상기 목적을 달성하기 위한 기술적 사상으로서, 본 발명은 절연기판, 다결정 반도체 물질로 만들어지고 상기 절연기판
상에 배치되는 아일랜드, 상기 다결정 반도체 물질과 적어도 하나의 금속과 금속 규소화합물로 만들어지고 상기 아일랜
드를 둘러싸는 한 도전층, 한 소스 영역과 상기 소스영역과 이격된 한 드레인 영역, 상기 소스영역과 상기 드레인 영역
은 상기 아일랜드내에 형성되며, 상기 아일랜드와 상기 게이트전극사이에 삽입된 절연필름으로 상기 아일랜드에 배치된 
한 게이트전극, 상기 게이트는 상기 소스영역과 상기 드레인영역사이 한 공간을 마주하는 구성을 가진 박막트랜지스터
를 가지는 표시장치를 제안한다.
    

    
여기서, 상기 아일랜드와 상기 전도층을 형성하는 상기 다결정 반도체 물질은 상기 적어도 하나의 금속과 금속 규소화
합물로 만들어지고 상기 아일랜드에 상응한 하나의 구멍을 가지는 결정체 유도층을 가진 상기 절연기판 상에 놓여지는 
첫 비결정 반도체 물질을 초기에 어닐링하고, 상기 결정체 유도층은 적어도 하나의 기판 측상과 상기 기판의 반대측상
의 상기 비결정 반도체 물질의 표면상에 배치되며, 그리고 나서, 상기 첫 비결정 반도체상에 두 번째 비결정 반도체 물
질을 두고 상기 두 번째 비결정 반도체 물질을 가열냉각함으로써 만들어진다.
    

    
상기 목적을 달성하기 위해서, 본 발명의 다른 실시예에 따라서 한 쌍의 절연기판과, 상기 절연기판 쌍 사이에 놓인 액
정층과, 상기 절연기판 쌍 사이에 형성되는 다수의 화소들과 상기 다수의 화소들을 구동하고 적어도 하나의 상기 절연
기판 쌍 주변에 배치되는 주변 회로로 구성되는 액정패널을 가지고, 박막 트랜지스터를 포함하는 상기 주변 회로는 절
연기판과, 다결정 반도체물질로 만들어지고 상기 절연기판상에 배치되는 아일랜드와, 상기 다결정 반도체 물질과 적어
도 하나의 금속과 금속 규소화합물로 만들어지고 상기 아일랜드를 둘러싸는 전도층과, 한 소스영역과 상기 소스영역으
로부터 이격된 드레인 영역과, 상기 소스영역과 드레인 영역은 상기 아일랜드내에 형성되며, 게이트 전극은 상기 아일
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랜드와 상기 게이트 전극사이에 삽입된 절연 필름으로 상기 아일랜드상에 배치되며, 상기 게이트는 상기 소스영역과 상
기 드레인 영역사이의 한 공간을 마주하며, 여기서 상기 아일랜드와 상기 전도층을 형성하는 상기 다결정 반도체 물질
은 상기 적어도 하나의 금속과 금속 규소화합물로 만들어지고 상기 아일랜드에 상응한 한 구멍을 가지는 결정체-유도
층을 가진 상기 절연층 상에 놓여있는 초기에 첫 비결정 반도체 물질을 어닐링함으로써 만들어지며, 상기 결정체-유도
층은 적어도 한 기판과 상기 기판 측의 반대 측상의 상기 비결정 반도체 물질의 표면상에 배치되며, 상기 첫 번째 비결
정 반도체 상에 두 번째 비결정 반도체 물질을 두고 상기 두 번째 비결정 반도체 물질을 어닐링함으로써 만들어지는 표
시장치가 제안된다.
    

    
상기 목적을 달성하기 위한 기술적 사상으로서, 본 발명의 다른 실시예에 따라서 절연기판 상에 첫 번째 비결정 반도체 
필름을 두는 단계와, 상기 첫 비결정 반도체 필름 상에 적어도 한 층의 한 금속과 금속 규소화합물을 두는 단계와, 상기 
적어도 한 층의 한 금속과 금속 규소화합물내에 미리 결정된 위치에 개구를 만드는 단계와, 그리고나서 상기 한 금속과 
금속 규소화합물이 상기 첫 비결정 반도체 필름내로 흡수되고 상기 첫 비결정 반도체 필름이 결정화되도록 상기 첫 비
결정 반도체 필름과 상기 적어도 한 층의 한 금속과 금속 규소화합물을 가열하는 단계와, 그리고나서 상기 적어도 한 층
의 그목과 금속 규소화합물과 상기 첫 비결정 반도체 필름상에 두 번째 비결정 반도체 필름을 두는 단계와, 상기 두 번
째 비결정 반도체 필름을 결정화하기위해 상기 두 번째 비결정 반도체 필름상에 레이저를 조사하는 단계와, 그리고 나
서 상기 개구에 상응한 상기 결정화된 반도체 필름의 한 영역내에 상기 반도체 장치의 활성 소자를 형성하는 단계들을 
포함하는 것을 특징으로 하는 표시장치의 제조방법이 아울러 제시된다.
    

    
상기 목적을 달성하기 위한 기술적 사상으로서, 본 발명의 다른 실시예에 따라서 절연 기판 상에 적어도 한 층의 한 금
속과 금속 규소화합물을 두는 단계와, 상기 적어도 한 층의 한 금속과 금속 규소화합물내에 미리 결정된 위치에 개구를 
형성하는 단계와, 그리고 나서 상기 적어도 한 층의 한 금속과 금속 규소화합물과 상기 절연 기판상에 첫 번째 비결정 
반도체를 두는 단계와, 그리고 나서 상기 한 금속과 금속 규소화합물이 상기 첫 비결정 반도체 필름내로 흡수되고 상기 
비결정 반도체 필름이 결정화되도록 상기 첫 비결정 반도체 필름과 상기 적어도 한 층의 한 금속과 금속 규소화합물을 
가열하는 단계와, 그리고 나서 상기 첫 비결정 반도체 필름상에 두 번째 비결정 필름을 두는 단계와, 상기 두 번째 비결
정 반도체 필름을 결정화하기 위해 상기 두 번째 비결정 반도체 상에 레이저를 조사하는 단계와, 그리고 나서 상기 개구
에 상응한 상기 결정화된 반도체 필름의 영역내에 상기 반도체 장치의 활성 소자를 형성하는 단계를 포함하는 것을 특
징으로 하는 표시장치를 제조하는 방법이 제시된다.
    

    
상기 목적을 달성하기 위한 기술적 사상으로서, 본 발명의 다른 실시예에 따라서 한 쌍의 절연 기판과, 상기 절연기판 
쌍 사이에 놓여진 액정층과, 상기 절연기판 쌍 사이에 형성되는 다수의 화소들과 상기 다수의 화소들을 구동하고 상기 
절연기판 쌍 중 적어도 하나의 주변부에 배치되는 주변 회로로 구성되는 액정표시패널을 가지고, 상기 절연기판 쌍 중 
적어도 하나의 상기 주변부상에 첫 비결정 반도체 필름을 두는 단계와, 상기 첫 비결정 반도체 필름상에 적어도 한 층의 
금속과 금속 규소화합물을 두는 단계와, 상기 적어도 한 층의 한 금속과 금속 규소화합물내에 미리 결정된 위치에 다수
의 구멍들을 만드는 단계와, 그리고나서 상기 한 금속과 금속 규소화합물이 상기 첫 비결정 반도체 필름내로 흡수되고 
상기 첫 비결정 반도체 필름이 결정화되도록 상기 첫 비결정 반도체 필름과 상기 적어도 한 층의 한 금속과 금속 규소화
합물을 열어닐링하는 단계와, 그리고 나서 상기 적어도 한 층의 한 금속과 금속 규소화합물과 상기 첫 비결정 반도체 필
름상에 두 번째 비결정 반도체 필름을 두는 단계와, 상기 두번째 비결정 반도체 필름을 결정화하기 위해 상기 두 번째 
비결정 반도체 필름상에 레이저를 비추는 단계와, 그리고나서 상기 다수의 구멍들 각각에 상응하는 상기 결정화된 반도
체 필름 영역내 상기 주변 회로를 구성하는 반도체 장치의 활성 소자를 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 
액정표시장치를 제조하는 방법이 제시된다.
    

    
상기 목적을 달성하기 위한 기술적 사상으로서, 본 발명의 다른 실시예에 따라서 한 쌍의 절연기판과, 상기 절연기판 쌍 
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사이에 놓여진 액정층과, 상기 절연기판 쌍과 상기 다수의 화소들을 구동하며 상기 절연기판 쌍 중 적어도 하나의 주변
부에 배치되는 주변회로로 구성되는 액정표시패널을 가지고, 상기 절연기판 쌍 중 적어도 하나의 상기 주변부에 적어도 
한층의 한 금속과 금속 규소화합물을 두는 단계와, 상기 적어도 한 층의 한 금속과 금속 규소화합물내에 미리결정된 위
치에 다수의 개구를 만드는 단계와, 상기 적어도 한 층의 한 금속과 금속 규소화합물 상과 상기 다수의 개구들내에 첫 
비결정 반도체 필름을 두는 단계와, 그리고 나서 상기 한 금속과 금속 규소화합물이 상기 첫 비결정 반도체 필름내로 흡
수되고 상기 첫 비결정 반도체 필름이 결정화되도록 상기 첫 비결정 반도체 필름과 상기 적어도 한 층의 한 금속과 금속 
규소화합물을 열어닐링하는 단계와, 그리고 나서 상기 첫 비결정 반도체 필름상에 두 번째 비결정 반도체 필름을 두는 
단계와, 상기 두 번째 비결정 반도체 필름을 결정화하기 위해 상기 두 번째 비결정 반도체 필름상에 레이저를 비추는 단
계와, 그리고 나서 상기 다수의 구멍들 각각에 상응하는 상기 결정화된 반도체 필름의 영역내 상기 주변 회로를 구성하
는 반도체 장치의 활성 소자를 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치를 제조하는 방법이 제시된
다.
    

    
상기 목적을 달성하기 위한 기술적 사상으로서, 본 발명의 다른 실시예에 따라서 한 쌍의 절연기판과, 상기 절연기판 쌍 
사이에 놓인 액정층과, 상기 절연기판 쌍사이에 형성된 다수의 화소들과 상기 다수의 화소들을 구동하고 상기 절연기판 
쌍 중 적어도 하나의 주변부에 배치되는 주변회로로 구성되는 액정표시패널을 가지고, 상기 절연기판 쌍 중 적어도 하
나의 상기 주변부상에 적어도 한 층의 한 금속과 금속 규소화합물로 구성되는 첫 결정체-유도 층을 두는 단계와, 상기 
첫 결정체-유도 층내에 미리 결정된 위치에 첫 다수의 개구들을 만드는 단계와, 상기 첫 결정체-유도 층 상과 상기 첫 
다수의 개구들내로 첫 비결정 반도체 필름을 두는 단계와, 상기 첫 비결정 반도체 필름상에 적어도 한 층의 한 금속과 
금속 규소화합물로 구성되는 두 번째 결정체-유도 층을 두는 단계와, 상기 두 번째 결정체-유도층내에 두 번째 다수의 
개구들을 만드는 단계와, 상기 다수의 개구들은 각각 상기 첫 다수의 구멍들위로 배치되고, 상기 첫 번째와 두 번째 결
정체-유도 층내의 상기 한 금속과 금속 규소화합물이 개별적으로 상기 첫 비결정 반도체 필름내로 흡수되고 상기 첫 
비결정 반도체 필름이 결정화되도록 상기 첫 비결정 반도체 필름과 상기 첫 번째와 두 번째 결정체-유도 층들을 가열
하는 단계와, 그리고 나서 상기 첫 비결정 반도체 필름과 상기 두 번째 결정체-유도 층상에 두 번째 비결정 반도체 필
름을 두는 단계와, 상기 두 번째 비결정 반도체 필름을 결정화하기 위한 상기 두 번째 비결정 반도체 필름상에 레이저를 
조사하는 단계와, 그리고 나서 상기 두 번째 다수의 개구들 각각에 상응한 상기 결정화된 반도체 필름의 영역내 상기 주
변 회로를 구성하는 반도체 장치의 활성 소자를 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 표시장치를 제조하는 방
법이 제시된다.
    

    발명의 구성 및 작용

이하, 도면을 이용하여 본 발명의 실시예에 대하여 상세하게 설명하기로 한다. 또한, 이하에서 설명하는 도면에서 동일
한 기능을 가지는 것에는 동일한 부호를 붙이고 그 반복설명은 생략하기로 한다. 또한, 이하의 실시예에서는, 액정표시
패널의 구성기판상에 형성한 화소구동용 주변회로의 p-SiTFT에 적용한 예를 나타내는데, 본 발명은 물론 이에 한정
되는 것이 아니다.

도 1A는 본 발명의 한 실시예이다. 소스, 드레인전극을 꺼내기 위한 콘택트홀까지 형성한 p-SiTFT(100)의 기본구성
을 나타내는 개략 단면도이다.

도 1A에 있어서, 참조번호 3은 투명한 유리로 이루어지는 절연기판, 8은 기판(3)상에 설치한 산화실리콘(SiO 2 )으로 
이루어지는 버퍼층, 1은 다결정실리콘막(이하, p-Si막이라 한다)으로 이루어지는 섬(이하, p-Si아일랜드라 한다), 2
는 p-Si막(1)에 접하는, 기판의 주평면과 평행한 면내에서는 결정방위가 가지런한 도전막, 5는 SiO 2막으로 이루어지
는 게이트절연막, 4는 금속 또는 금속실리사이드로 이루어지는 게이트전극, 6, 7은 각각 소스, 드레인영역, 9, 10은 소
스, 드레인전극을 꺼내기 위한 콘택트홀이다.

도 1B는 도 1A의 p-SiTFT(100)에서 게이트절연막(5) 및 게이트전극(4)을 제거한 상태의 평면도이다. 게이트전극
(4)은 파선으로 나타내져 있다. 채널영역(101)은 소스영역(6)과 드레인영역(7) 사이에 끼어있는 영역이다.
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주변회로의 p-SiTFT의 경우의 규격예를 보면, 채널폭(W)은 3∼20㎛, 채널길이(L)는 1∼5㎛이며, 화소스위칭용 p-
SiTFT의 경우의 규격예를 보면, 채널폭(W)은 4∼10㎛, 채널길이(L)는 3∼5㎛이다.

도 2는 도 1A의 p-SiTFT(100)의 배치를 나타내는 개략 평면도이다.

도 2에 있어서, 참조번호 1은 p-Si아일랜드, 2는 p-Si막(1)에 접하는, 기판의 주평면과 평행한 면내에서는 결정방위
가 가지런한 도전막, 4는 게이트전극이다.

    
도 1A에 나타낸 바와 같이, 본 실시예의 p-SiTFT(100)는 절연기판(3) 상에 버퍼층(8)을 매개로 설치한 p-Si아일
랜드(1), 상기 p-Si아일랜드(1)에 접하여 설치되며, 기판의 주평면과 평행한 면내에서는 결정방위가 가지런한 도전층
(2)과, p-Si아일랜드(1) 상에 설치한 게이트절연막(5)과, p-Si아일랜드(1) 상에 게이트절연막(5)을 매개로 설치한 
게이트전극(4)과, 상기 게이트전극(4)의 양측의 p-Si아일랜드(1) 안에 설치한 소스, 드레인영역(6, 7)을 가지고 있
다. 도 2에 나타낸 바와 같이, 도전층(2)은 p-SiTFT(100)의 형성영역인 p-Si아일랜드(1)를 제외한 격자모양으로 
되어 있다.
    

또한, 도 1B에 파선으로 나타낸 바와 같이, 화소구동용 주변회로를 구성하는 TFT의 채널영역의 결정입자지름이 3㎛이
상으로, 입경이 트랜지스터의 채널길이(L)보다 큰 다결정막으로 이루어지며, 입계가 채널길이방향으로 평행하게 늘어
서 있는 소수의 결정입자(도 1B에서는 3개의 결정입자를 예시)로 이루어진다. 게이트전극(4)의 양단에서 0.5㎛ 외측
까지에 걸친 영역이 동일한 한 입자내에 있다.

한편, 화소를 구성하는 TFT의 형성영역을 형성하는 복수개의 결정입자는, 주변회로를 구성하는 TFT와 비교하면 그다
지 고성능이 아니라도 되기 때문에, 각각 거의 동일한 입자지름을 가지면서 동시에 그 입자지름이 0.05㎛이상 0.3㎛이
하의 범위내에 있으면 된다.

소스, 드레인영역(6, 7)은 p-Si아일랜드(1) 안에 버퍼막(8)과 접촉하지 않는 깊이에서 이온도프 또는 이온주입에 의
해 형성되며, 그 후 레이저어닐링에 의해 이온활성화된 한쌍의 n도전형 또는 p도전형의 불순물도입영역이다. 소스, 드
레인영역(6, 7)은 도시하지는 않았지만, 저농도영역과 고농도영역으로 이루어지는 공지의 LDD구조나 게이트전극 단
부로부터 떨어져 형성된 오프셋구조 등을 적당하게 적용할 수 있다.

도 3A-1∼3A-3 및 3B-1∼3B-3은 a-Si막의 p-Si결정화과정의 원리를 나타내는 도이며, 도 3A-1 및 도 3B-1
은 융해, 냉각에 있어서의 결정핵의 발생과정을 나타내는 개략 단면도이고, 도 3A-2 및 도 3B-2는 결정핵으로부터의 
성장과정을 나타내는 개략 단면도이고, 도 3A-3 및 도 3B-3은 최종의 입자지름분포를 나타내는 개략 평면도이며, 도 
3A-1∼3A-3은 에너지밀도가 작은 경우를 나타내고, 도 3B-1∼3B-3은 에너지밀도가 큰 경우를 나타낸다.

도 3A-1∼3A-3 및 3B-1∼3B-3에 있어서, 참조번호 3은 절연기판, 11은 절연기판(3) 상에 형성한 a-Si막, 13은 
엑시머레이저빛, 12a, 12b는 결정성장의 핵, 1a, 1b는 p-Si막이다.

저온 프로세스에서 p-Si막을 형성하는 방법으로서, a-Si막에 엑시머레이저빛을 조사하여 융해시키고, 그 후 액상에서 
냉각하는 과정에서 결정화하는 방법이 일반적이다. 이 과정의 모델로서 도 3A-1 및 도 3B-1에 나타낸 바와 같이, 엑
시머레이저빛(13)의 조사에 의해 a-Si막(11)의 표면층에서부터 융해가 시작되어 기판(3)의 표면에 접하는 부분까지 
녹는다.

이어서 계속되는 냉각과정에 있어서, 도 3A-2 및 도 3B-2에 나타낸 바와 같이 주로 기판(3)과의 계면의 a-Si막(11)
에 핵(12a, 12b)이 생겨나고, 이것이 성장하여 p-Si막(1a, 1b)이 형성된다. 입사에너지밀도가 작은 경우에는 도 3A
-2에 나타낸 바와 같이 많은 핵(12a)이 발생하며, 이들이 주로 막두께방향, 즉 세로방향을 성장하여 최종적으로 도 3
A-3에 나타낸 바와 같이 입자지름이 작은 p-Si막(1a)이 형성된다.

한편, 입사에너지밀도가 큰 경우에는, 도 3B-2에 나타낸 바와 같이 핵(12b)의 발생이 적으며, 세로방향의 성장과 동
시에 가로방향으로도 성장이 일어나 도 3B-3에 나타낸 바와 같이 입자지름이 큰 p-Si막(1b)이 형성된다.
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상술한 바와 같이, p-Si막의 입자지름이 클수록 TFT의 특성이 좋기 때문에 특히 액정표시패널의 주변회로부는 궁극
적으로는 단결정으로 되는 것이 바람직하다. 이 경우, 레이저조사조건을 단순하게 조정하여 결정화를 수행하여도 입자
지름이 커지는 것에는 한계가 있으며, 결정입자의 형성위치도 제어할 수 없다. 결정입자의 위치를 제어하여 입자지름을 
크게 하려면 미리 정해진 위치에 핵을 형성해 두고 이것을 가로방향으로 결정 성장시켜야만 한다.

이와 같은 생각에서 종래부터 다양한 방법이 제안되어 왔는데, 이들 중 Im팀에 의한 SLS(R.S. Sposili and J.S.Im: " 
Sequential lateral solidification of thin films on SiO 2 " , Appl.Phys.Lett.69(19), 4 Nov. 1996, pp.2864-28
66)와, 마츠무라팀에 의한 이상(移相)마스크(phase-shift mask)를 매개로 한 조사법(C.H.Oh and M.Matsumura:" 
Preparation of Position-Controlled Crystal-Silicon Island Arrays" , Jpn.J.Appl.Phys.Vol.37(1998)pp.5474
-5479)이 현재로서는 비교적 큰 입자지름을 실현하고 있다.

양 방법은, 상기의 핵형성, 가로방향성장을 각각의 방식으로 실행하고 있는데, 핵의 크기 및 방위에 대해서는 전혀 제어
되고 있지 않다. 또한, 가로방향성장에 대해서도 양 방법 모두 조사광 분포에 제한이 있으며, 성장속도가 느리고 결정화
면적이 작다고 하는 문제가 있다.

본 실시예에서는, MIC(Metal Induced Crystallization), 및 MILC(Metal Induced Lateral Crystallization)로 알려
져 있는 결정성장의 방법을 이용하여 상기 형성을 잘 제어하여 실시하고, 가로방향성장은 엑시머레이저를 이용하여 상
기의 문제점을 해결한다.

MIC에 있어서는, Au, Al, Sb, In, Pd, Ti, Ni등의 금속박막을 a-Si막의 위 또는 아래에 성막하고, 열어닐링을 실시하
면 금속박막 등의 존재에 의해 a-Si에서 c-Si(결정Si)로의 통상의 전이온도인 600℃가 내려가 600℃보다 낮은 온도
에서 결정화가 이루어진다.

이 기구는 아직 명확하게 해명되어 있지는 않지만, 상기 Au, Al, Sb, In의 4종의 금속재료에 대해서는 a-Si과 금속의 
혼합물과 c-Si과 금속의 혼합물에 있어서, 금속의 a-Si으로의 용해성과 금속의 c-Si으로의 용해성에는 차가 있으므
로, a-Si상에서 c-Si상으로의 Si원자의 이동이 이 Si를 포함한 금속혼합물을 매개로 일어난다고 생각되어진다(E.Ny
gren, et. al,Appl.Phys.Lett.52(6)pp.439-441(1998)).

한편, 상기 Pd, Ti, Ni등의 금속의 경우는, 실리사이드의 형성을 매개로 a-Si상에서 c-Si상으로의 성장이 일어난다고 
생각되어진다(C.Hayzelden and J.L.Batstone, J.Appl.Phys.73(12)pp.8279-8289(1993)).

MIC는 금속의 도움을 받은 결정핵발생의 과정에서 금속박막에 접한 부분에서 일어난다. 또한, 금속박막에 의해 피복되
어 있지 않은 부분에 가로방향으로 결정성장이 일어나는 현상이 관찰되었으며, 이것은 MILC라 불리는 것이다.

또한, 본 방법에 있어서의 p-Si막의 성장속도는 조건과 재료에 따라 달라지는데, 1시간에 ㎛오더로, 통상의 고상(固相)
성장에 비해 매우 고속으로 큰 입자지름을 얻을 수 있으며, 또한 기판의 주평면과 평행한 면내에서는 결정입자간의 방
위도 가지런하게 되어 있는 것이 특징이다(Seok-Woon Lee, et.al, Appl. Phys.Lett.66(13)pp.1671-1673(1995)).

도 4A∼4D는 MIC 및 MILC를 이용하여 핵형성을 실시하여 큰 입자지름의 p-Si막을 형성하는 원리를 나타내는 공정 
단면도이다.

우선, 도 4A에 나타낸 바와 같이, 기판(3) 상에 얇은 제 1 a-Si막(11)을 성막하고, 그 위에 바탕막으로서 금속막(14)
을 성막하고, 포토리소그래피기술을 이용하여, 형성해야 할 p-Si아일랜드에 대응한 개구(15)를 금속막(14)에 형성한
다.

    
다음으로, 상기 MIC 및 MILC를 이용하여 a-Si에서 p-Si로의 변화가 일어나지 않는 저온(＜600℃)에서 열어닐링을 
실시한다. 도에서의 파선은, 후에 형성되는 p-Si아일랜드(1)(도 1A참조)의 단부를 나타낸다. 금속막(14)의 아래의 
a-Si막(11)이 p-Si막(16)으로 변화(이 과정에서 금속막(14)은 p-Si막(16)에 흡수된다)한 후, 금속박막(14)으로 
피복되어 있지 않은 영역에 있어서 결정입자의 가로방향의 성장, 즉 상기 MILC가 일어난다. 부호 17(도 4B)은 상기 
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MILC에 의해 형성된 큰 입자지름의 결정입자이다.
    

또한, 금속막(14)의 두께는, 이 가로방향성장의 길이가 0.5㎛이상이 되는 시간에 열어닐링을 함으로써 a-Si막중에 금
속막(14)이 완전히 흡수되는 두께로 하는 것이 바람직하지만, 반드시 완전하게 흡수되지 않아도 된다. 금속막(14)이 
완전하게 흡수된 상황에서도 도 4B에 나타낸 바와 같이 개구(15)의 중심부는 a-Si막의 상태로, 상기 a-Si막에 접하
여 단결정 혹은 기판의 주평면과 평행한 면내에서는 방위가 가지런한 입자지름이 큰 결정입자(17)가 형성되어 있다.

다음으로, 도 4C에 나타낸 바와 같이 그 위에 제 2 a-Si막(18)을 형성하고, 상기 a-Si막(18)에 엑시머레이저를 조사
하면(도시생략), 도 4D에 나타낸 바와 같이 바탕막인 p-Si막(16)의 결정화의 상태에 대응하여 상부의 a-Si막(18)의 
결정화가 이루어진다. 특히, 큰 입자지름의 결정입자(17 등)에 근접하는 a-Si부분은 상기 입자와 같이 큰 입자지름의 
결정입자가 형성된다.

본 실시예에서는, 채널부는 단결정화하는 것이 바람직하지만, 설령 채널부가 입계에서 분할된다고 하여도 입자의 수가 
소수이고 또한 입계의 방향이 전류가 흐르는 방향에 평행하다면 단결정과 거의 동일한 특성을 기대할 수 있다. 이 때문
에, 결정성장의 방향을 후에 형성하는 드레인 또는 소스영역으로부터 후에 형성하는 게이트에 대향하는 영역을 향해, 
아니면 이 영역을 지나 소스 또는 드레인영역을 향해 결정화가 진행되도록 레이저조사 위치를 이동시킨다.

그 후, p-Si막의 필요없는 부분(21)을 포토리소그래피기술을 이용하여 삭제하고, 도 4A 및 4B에 파선으로 나타낸 바
와 같은 p-Si아일랜드(1)를 형성한다(도 1A참조). 금속을 흡수한 Si막으로 이루어지는, 기판의 주평면과 평행한 면내
에서 결정방위가 가지런한 도전층은 기판전위를 확정하는 층으로서 남긴다.

또한, 트랜지스터의 실용길이인 10㎛이상의 입자지름인 입자를 실제로 얻으려면 열경사에 의한 물질의 확산이 필요하
다. 레이저조사에 의해 이를 실시하려면 몇가지의 방법이 있는데, 그 한 예를 도 5A∼5C를 이용하여 설명하기로 한다.

도 5A∼5C는, p-SiTFT(100)형성에 있어서의 엑시머레이저빛 강도분포를 설명하는 도이다. 도 5A는절연기판(3)(
도시생략) 상에 형성된 p-Si아일랜드(1) 및 p-Si아일랜드(1)에 접하여 설치된 도전층(2)를 나타낸다. 참고로 게이
트전극(4)을 파선으로 나타낸다. 도 5B는 이상적인 레이저조사광 분포를 나타내며, 도 5C는 유전체 다층막으로 이루
어지는 마스크의 투과광 분포를 나타낸다.

도 5B에서 나타낸 바와 같이, 레이저투사의 이상적 강도분배는 투사가 결정성장방향(도 5A의 p-Si아일랜드 길이방향)
에서 한 트랜지스터를 위한 부분의 폭보다 더 넓게 확장되어야 하나, 트랜지스터들에 대한 인접한 부분으로는 확장되지 
않아야 한다.

그러나, 실제로는 도 5B에 나타낸 바와 같은 선형의 레이저빛 강도분포를 각 트랜지스터에 대응시켜 만드는 것이 어려
우며, 실용상으로는 유전체 다층막을 계단모양으로 가공한 마스크를 사용하는 것이 좋으며, 도 5C에 그 한 예를 나타내
었다.

도 6A 및 6B는 액정표시패널의 주변회로부의 조사용 마스크의 기본구성을 나타내는 도이며, 도 6A는 레이저빛을 반사
시키는 유전체 다층막부를 가지는 마스크를 나타내는 개략 평면도이며, 도 6B는 유전체 다층막으로 이루어지는 비투과
부와 투과부의 투과율의 차를 나타내는 도이다.

도 6A에 있어서, 20은 마스크, 19는 레이저빛을 반사시키는 유전체마스크의 다층막부이다.

    
액정표시패널에 형성하는 p-SiTFT는, 유리기판 등의 절연기판상에 형성된 이른바 SOI구조이다. 기판이 절연체이기 
때문에 상술한 바와 같이 Si-LSI에 있어서의 기판전위를 확정할 수 없다. 그 결과 생기는 최대의 문제는 소스-드레인
간의 내압저하이다. 이는 드레인 근방에서의 고전계에 의해 발생한 정공(正孔)이 채널 하부에 축적되고, 기생 바이폴러 
트랜지스터가 온인 상태를 발생시키기 때문이다. 이에 대응하려면, 기판상에 도전막을 설치하여 기판전위를 확정하면 
되는데, 이렇게 하면 기생용량이 큰폭으로 증대되어 기대하는 소자의 특성을 얻을 수 없다. 특히, SOI구조는 기생용량
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이 적으며, 기판의 도전이 없기 때문에 고속, 저소비전력, 고내압 등의 뛰어난 특성을 가진다. 반대로 이 특성을 내는 구
조가 상기 소스-드레인간 내압저하의 문제를 초래하고 있는 것이다. 상기의 기판상에 도전막을 설치하는 대책은 기판
계면에 축적된 전하를 상기 전극구조, 즉 p-Si아일랜드(1)에 접하여 설치되며, 결정방위가 가지런한 도전층(2)에 의
해 이 전하를 빼내어 변동요인을 제거하는 것이다. 이 구조는 종래의 SOI구조에 있어서 필드실드로서 주지되어 있지만
(Proc.of 5th Int'l Symp.on SOI Tech.and Devices,Vol.92-13,p64(1992),본 실시예에 있어서의 구성에서는, M
IC 및 MILC용 바탕막이 레이저결정화의 과정에 있어서도 잔존해 있다. 이 부분에서의 금속의 함유량은 적기 때문에, 
매우 고저항이지만, 종래의 구조에 비해 소스, 드레인의 단부뿐만 아니라, 채널중앙부의 축적전하를 효율적으로 빼낼 
수가 있다.
    

또한, 도 4A에 있어서의 금속막(14)을 a-Si막(11)의 위에 형성하는 대신에, 도 7A에 나타낸 바와 같이 a-Si막(11)
의 아래에 형성할 수도 있다. 도 7A 이후의 공정은 도 7B∼7D에 나타낸 바와 같이 a-Si막(11) 위에 금속막(14)을 설
치하는 경우와 동일하다.

또한, 상기 금속막 대신에 티탄실리사이드, 텅스텐실리사이드, 몰리브덴실리사이드 등의 금속실리사이드막을 사용할 수
도 있다.

이하, 본 발명의 한 실시예의 제조공정에 대하여 도 8A∼8F를 참조하면서 설명하기로 한다.

우선, 도 8A에 나타낸 바와 같이 유리로 이루어지는 절연기판(3) 상에 SiO 2막으로 이루어지는 버퍼층(8)을 형성하고, 
그 위에 막두께가 20nm이하인 a-Si막(11)을 플라스마CVD법에 의해 성막하고, 450℃의 온도에서 30분 이상 가열하
여 상기 a-Si막의 수소함유량을 1atomic% 이하로 한다.

다음으로, 도 8B에 나타낸 바와 같이, W, Au, Al, Sb, In, Pd, Ti, Ni 등의 금속박막 혹은 금속실리사이드 박막을 적어
도 1층 스퍼터법에 의해 성막한 막(14)을, 포토리소그래피기술을 이용하여 TFT영역에 대응하는 개구(15)를 뺀 격자
모양(슬릿모양)의 패턴으로 형성한다.

다음으로, 도 8C에 나타낸 바와 같이, 600℃이하의 온도에서 열어닐링을 실시하여, a-Si막(11)을 고상(固相)성장에 
의해 p-Si막으로 변화시킨다. 즉, 우선 막(14) 아래의 a-Si막(11)이 p-Si막(16)으로 변화(이 과정에서 막(14)은 
p-Si막(16)에 흡수된다)한 후, 막(14)으로 피복되어 있지 않은 영역에 있어서는 결정입자의 가로방향의 성장, 즉 상
기 MILC가 일어난다. 부호 17은 상기 MILC에 의해 형성된 큰입자지름의 결정입자이다.

다음으로, 도 8D에 나타낸 바와 같이, 도 8C에서 형성된 막의 위에 막두께가 20nm이상인 a-Si막(18)을 플라스마 C
VD법에 의해 성막하고, 450℃의 온도에서 30분 이상 가열하여 상기 a-Si막의 수소함유량을 1atomic% 이하로 한다.

다음으로, 도 8E에 나타낸 바와 같이, 파장 308nm인 XeCl 또는 248nm인 KrF의 엑시머레이저를 a-Si막(18) 상에 
조사하고, 이것을 다결정화하여 p-Si아일랜드(1) 상당부를 형성한다. 이어서, p-Si아일랜드(1) 주위의 p-Si막(21)
을 포토리소그래피기술을 이용하여 제거하여, 도 8F에 나타낸 형상을 얻는다.

이와 같이 해서 얻어진 p-Si아일랜드(1)를 사용하여 이후 주지의 기술을 이용하여 도 1A에 나타낸 p-SiTFT(100)
를 완성한다. 또한, 도 8F에 있어서의 p-Si막(16)은 도 1A에 있어서의 도전막(2)에 상당한다. 도 8F에 있어서 p-S
i막(16)은 도 8B에서 a-Si막(11)에 열처리를 행하는 것에 의해 이것에 금속박막 또는 금속실리사이드박막으로 된 막 
14를 흡수시켜, p-Si 막(16)으로 변화시킨 것입니다. 이 p-Si막(16)은 도 1A의 도전막에 상당한다.

또한, 도 8C 및 8D에 있어서 대입경의 결정립(17)은 도 8D의 프로세스에서 a-Si막(18)을 형성한 후, 이 a-Si막(1
8)을 열처리해서 p-Si로 변화시킬 때의 종결정으로서 이용되는 것이다. 도 8E, 8F에 있어서 이 결정립(17)이 이 열처
리에 의해 결정립의 큰 p-Si막(1)의 일부(p-Si막(16)에 접하는 영역)로 된 상태를 나타내고 있다. 같은 p-Si막이므
로 여기서는 구별하여 표시하지 않았다.

또한, 도 1A에 있어서는 결정립(17)로부터 변환되어 형성된 p-Si는 p-Si(1) 중의 도전막(2)에 접하는 영역에 상당
하지만, 같은 p-Si막이므로 구별하여 표시하지 않았다.
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본 발명에서는 우선 기판상에 a-Si막(도 8A의 11)과 패터닝한 금속막(도 8B의 14)와를 형성해서 열처리를 행합니다. 
a-Si막과 금속막과를 적층해서 열처리를 행하는 것으로 금속막이 형성된 개소와 금속막이 형성되지 않은 개소와의 경
계영역에는 금속막이 형성되어 있지 않은 방향으로 향해 있고, a-Si막의 p-Si막으로의 변환이 진행하기 위해 결정립
이 큰 p-Si(도 8C의 17)이 형성된다. 그 후 상기 금속막(도 8B의 14)가 흡수한 p-Si막(도 8D의 16)과 결정립이 큰 
Si(도 8B의 17)와 금속이 흡수되지 않고 결정화가 진행되고 있지 않은 a-Si(그림 8D의 11)와의 위에 a-Si막(그림 
8D의 18)을 형성한다. 이 상태로 재차 열처리를 실시하는 것으로, 결정립이 큰 Si(그림 8D의 17)에 접하는 a-Si막(
그림 8D의 18)을, 대입경 p-Si막(그림 8E의 1및 그림 1A의 1)으로 변환하는 것이 가능해진다.
    

본 발명에 의해, 종래보다 대입경의 p-Si막을 형성하는 것이 가능해져, 표시장치의 주변회로를 전자의 이동도(mobil
ity)가 높은 TFT로 형성하는 것이 가능해진다.

또한, 상기 방법에서는 기판상에 형성한 a-Si막 상에 개구를 가지는 금속막을 형성하였는데, 기판상에 개구를 가지는 
금속막을 형성한 후 a-Si막을 형성할 수도 있다. 이하, 이 방법에 대하여 기재하기로 한다.

우선, 도 9A에 나타낸 바와 같이, 유리로 이루어지는 절연기판(3) 상에 SiO 2막으로 이루어지는 버퍼층(8)을 형성하고, 
그 위에 W, Au, Al, Sb, In, Pd, Ti, Ni 등의 금속박막 혹은 금속실리사이드 박막을 적어도 1층 스퍼터법에 의해 성막
한 막(14)을, 포토리소그래피기술을 이용하여 TFT영역에 대응하는 개구(15)를 뺀 격자모양(슬릿모양)의 패턴으로 
형성한다.

다음으로, 도 9B에 나타낸 바와 같이, 개구(15)를 가지는 막(14)을 설치한 기판(3) 상에 막두께가 20nm이하인 a-S
i막(11)을 플라스마CVD법에 의해 성막하고, 450℃의 온도에서 30분 이상 가열하여 상기 a-Si막의 수소함유량을 1a
tomic% 이하로 한다.

다음으로, 도 9C에 나타낸 바와 같이, 600℃ 이하의 온도에서 열어닐링을 실시하여 a-Si막(11)을 고상성장에 의해 p
-Si막으로 변화시킨다. 즉, 우선 막(14) 위에 a-Si막(11)이 p-Si막(16)으로 변화(이 과정에서 막(14)은 p-Si막(
16)에 흡수된다)한 후, 막(14)으로 피복되어 있지 않은 영역에 있어서는 결정입자의 가로방향의 성장, 즉 상기 MILC
가 일어난다. 부호 17은 상기 MILC에 의해 형성된 큰입자지름의 결정입자이다.

다음으로, 도 9D에 나타낸 바와 같이, 도 9C에서 형성된 막 위에 막두께 20nm 이상인 a-Si막(18)을 플라스마CVD법
에 의해 성막하고, 450℃의 온도에서 30분 이상 가열하여 상기 a-Si막의 수소함유량을 1atomic% 이하로 한다.

다음으로, 도 9E에 나타낸 바와 같이, 파장 308nm인 XeCl 또는 248nm인 KrF의 엑시머레이저를 a-Si막(18) 상에 
조사하고, 이를 다결정화하여 p-Si아일랜드(1) 상당부를 형성한다. 이어서, p-Si아일랜드(1) 주위의 p-Si막(21)을 
포토리소그래피기술을 이용하여 제거하여 도 8F에 나타낸 형상을 얻는다.

이와 같이 해서 얻어진 p-Si아일랜드(1)를 사용하여 이후 주지의 기술을 이용하여 도 1A에 나타낸 p-SiTFT(100)
를 완성한다. 또한, 도 9F에 있어서의 p-Si막(16)은 도 1A에 있어서의 도전막(2)에 상당한다.

또한, 개구(15)를 가지는 금속막 또는 금속실리사이드막을 형성하는 공정을 a-Si막을 매개로 2회 형성할 수도 있다. 
즉, 금속막 또는 금속실리사이드막으로 a-Si막을 사이에 끼도록 형성한다.

우선, 도 10A에 나타낸 바와 같이, 유리로 이루어지는 절연기판(3) 상에 SiO 2막으로 이루어지는 버퍼층(8)을 형성하
고, 절연기판(3) 상의 주변회로부 상당영역(A)에 예를들어 W 또는 W실리사이드막 또는 Au, Al, Sb, Pd, Ni 등의 금
속막의 막(14A)을 형성하고, 포토리소그래피기술을 이용하여 TFT영역에 대응하는 개구(15A)를 설치한 패턴으로 형
성한다.

다음으로, 도 10B에 나타낸 바와 같이, 주변회로부 상당영역(A) 및 화소부 상당부영역(B)에 플라스마CVD법에 의해 
막두께가 20nm 이하인 a-Si막(11)을 성막하고, 450℃의 온도에서 30분 이상 가열하여 a-Si막(11)의 수소함유량을 
1atomic% 이하로 한다.
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다음으로, 도 10C에 나타낸 바와 같이, 주변회로부 상당영역(A) 및 화소부 상당부영역(B)에 Au, Al, Sb, Pd, Ni 등의 
금속막(114)을 성막하고, 주변회로부 상당영역(A)에 있어서는 개구(15A)와 일치하는 개구(115A)를 포토리소그래
피기술을 이용하여 형성하고, 화소부 상당부영역(B)에 있어서는 화소구동용 TFT영역에 대응하는 개구(115B)를 포토
리소그래피기술을 이용하여 형성한다. 이어서 600℃ 이하의 온도에서 a-Si막(11)을 고상성장에 의해 p-Si막으로 변
화시킨다. 그 후의 공정은 상기 실시예와 동일하다.
    

실시예

대각 13인치의 SXGA 액정표시패널(화소수 1024×1280)에 있어서의 화소영역의 외측에 폭이 5mm인 주변회로영역
을 취한다. 우선, 유리로 이루어지는 절연기판 전면에 막두께 50nm인 텅스텐(W)막을 성막하고, 그 위에 막두께 10Å
인 Pd막을 성막하여 각 트랜지스터의 p-Si아일랜드의 레이아웃에 따라 각 트랜지스터가 들어가는 개구패턴을 이들 2
층구조 금속막으로 형성한다.

그 위에, LP(저압) CVD법에 의해 막두께 20nm인 제 1 a-Si막을 성막하고, 550℃의 온도에서 3시간 열어닐링을 실
시하여 제 1 a-Si막의 다결정화를 실시한다.

그 위에, 플라스마 CVD법에 의해 제 2 a-Si막을 막두께 50nm로 성막하여 질소에서 450℃로 1시간 가열하여 탈수소
처리를 실시한다.

다음으로, 엑시머레이저를 이용하여 제 2 a-Si막의 다결정화를 실시한다. 엑시머레이저는 파장이 308nm인 XeCl을 이
용한다. 또한, 레이저결정화는 화소부분과 주변회로부로 나누어 실시하였다.

화소부분에서는, 폭 100㎛, 길이 250mm인 슬릿모양으로 조사하는 조명계를 이용하여 조사한다. 이 때, 슬릿빛의 배치
는 100㎛폭의 중심이 화소트랜지스터의 중심에 일치하도록 하고, 길이방향은 게이트선과 평행하게 한다.

이 조사는, 기판을 재치한 스테이지를 멈춰 세워 플루엔스 300mJ/㎠, 1곳에 10쇼트로 소스-드레인방향의 화소피치로 
스테이지를 움직여 기판을 보낸다.

주변회로부에서는 결상광학계를 이용하여 조사를 실시한다. 기판면에서의 조사면적은 5mm×18mm, 플루엔스는 300
mJ/㎠, 1곳에 5쇼트로 주변부의 테두리를 따라 기판을 18mm피치로 보낸다.

이와 같이 형성한 p-Si막의 위에 플라스마CVD에 의한 게이트산화막의 형성, 게이트전극의 형성, p-Si막 속으로의 이
온주입에 의한 소스, 드레인영역의 형성, 층간절연막, 콘택트홀, 배선의 형성 등의 각 공정을 거쳐 TFT 액정표시패널
기판을 완성시킨다.

도 11은 액정표시패널의 주변회로를 구성하는 구동회로의 블럭도이다.

참조번호 71은 타이밍제어회로, 72는 계조소스전압회로, 73은 공통전극용 전압회로, 74는 전원회로, 75는 소스드라이
버, 76은 게이트전원회로, 77은 게이트드라이버이다.

도 12A 및 12B는 도 11에 나타낸 소스드라이버의 1비트분 회로블럭도이며, 도 12A는 디지털드라이버, 도 12B는 아
날로그드라이버를 나타낸다.

도 13은 본 발명이 적용가능한 액티브매트릭스 종전계방식 칼라액정표시패널의 한 화소와 그 주변을 나타내는 평면도
이며, 도 14는 도 13의 ⅩⅣ-ⅩⅣ절단선에 있어서의 단면도이다.

    
도 13에 나타낸 바와 같이, 각 화소는 인접하는 2개의 주사신호선(게이트신호선 또는 수평신호선)(GL)과, 인접하는 
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2개의 영상신호선(드레인신호선 또는 수직신호선)(DL)과의 교차영역내(4개의 신호선으로 둘러싸인 영역내)에 배치
되어 있다. 각 화소는 박막트랜지스터(TFT1, TFT2), 투명화소전극(ITO1) 및 보지용량소자(Cadd)를 포함한다. 주
사신호선(GL)은 도에서는 좌우방향으로 연장배치되고, 상하방향으로 복수개 배치되어 있다. 영상신호선(DL)은 상하
방향으로 연장배치되며, 좌우방향으로 복수개 배치되어 있다. SD1, SD2는 각각 소스전극 및 드레인전극을 나타내며, 
GT는 게이트전극을, FIL은 칼라필터를, BM은 블랙매트릭스를 나타낸다.
    

도 14에 나타낸 바와 같이, 액정층(LC)을 기준으로 하여 하부투명 유리기판(SUB1)에는 박막 트랜지스터(TFT) 및 
투명화소전극(ITO1)이 형성되며, 상부투명유리기판(SUB2)에는 칼라필터(FIL), 차광용 블랙매트릭스패턴(BM)이 형
성되어 있다. 투명유리기판(SUB1, SUB2)의 양면에는 디핑(dipping)처리 등에 의해 형성된 산화실리콘막(SIO)이 설
치되어 있다.

상부투명유리기판(SUB2)의 내측(액정LC측)의 표면에는 차광막(BM), 칼라필터(FIL), 보호막(PSV2), 공통투명화소
전극(ITO2)(COM) 및 상부배향막(ORI2)이 순서대로 적층되어 설치되어 있다. POL1, POL2는 편광판, PSV1은 보호
막, ORI1은 하부배향막, GI는 게이트절연막, AOF는 양극산화막, AS는 반도체층이다.

도 15는 본 발명이 적용가능한 액티브매트릭스·플립칩방식 칼라액정표시모듈(액정표시장치)(MDL)의 분해 사시도이
다.

    
SHD는 금속판으로 이루어지는 실드케이스(메탈프레임이라 한다), WD는 표시창, SPC1∼4는 절연스페이서, FPC1, F
PC2는 접혀진 다층플렉시블 회로기판(FPC1은 게이트 회로기판, FPC2는 드레인 회로기판), PCB는 인터페이스 회로
기판, ASB는 어셈블된 구동회로기판 부착 액정표시소자, PNL은 겹쳐진 2장의 투명절연기판의 한쪽 기판상에 구동용 
IC를 탑재시킨 액정표시소자(액정표시패널이라고도 한다), GC1 및 GC2는 고무쿠션, PRS는 프리즘시트(2장), SPS는 
확산시트, GLB는 도광판, RFS는 반사시트, MCA는 일체성형에 의해 형성된 하측케이스(몰드케이스), LP는 형광관, 
LPC1, LPC2는 램프케이블, LCT는 인버터용 접속커넥터, GBS는 형광관(LP)을 지지하는 고무부시이며, 도에 나타낸 
바와 같은 상하의 배치관계로 각 부재가 적층되어 액정표시모듈(MDL)이 조립되어진다.
    

LS, BL은 각각 광반사판, 백라이트를 나타낸다.

도 16은 도 15의 액정표시모듈을 실장시킨 노트북형 PC, 혹은 워드프로세서의 사시도이다.

    
이상 본 발명을 실시예에 기초하여 구체적으로 설명하였는데, 본 발명은 상기 실시예에 한정되는 것이 아니라, 그 요지
를 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 변경할 수 있는 것은 물론이다. 예를들어, 상기 실시예에서는 실리콘을 예로 들어 
설명하였지만, 게르마늄, 실리콘 게르마늄합금 등 다른 반도체의 경우에도 적용할 수 있다. 또한, 본 발명은 액정표시장
치에 한정되지 않고, SOI구조의 TFT를 가지는 반도체장치에 적용할 수 있다. 또한, 본 발명을 액정표시장치에 적용할 
경우, 단순매트릭스방식의 액정표시장치에도 적용할 수 있으며, 또한 종전계방식이나 횡전계방식의 액티브매트릭스방
식의 액정표시장치, 혹은 COG(칩온글래스)방식의 액정표시장치에도 적용할 수 있는 것은 물론이다.
    

    발명의 효과

    
이상 설명한 바와 같이, 본 발명에 의하면 결정입자의 방위가 가지런하고 입계의 불순물이 적은 다결정막으로 이루어지
며, 다결정막의 입자지름이 트랜지스터의 채널길이보다 크고, 채널부가 입자지름이 트랜지스터의 채널길이보다 큰 다결
정막으로 이루어지며, 입계가 채널길이방향으로 평행하게 늘어서 있는 소수의 결정입자로 이루어지는 고성능의 다결정 
TFT를 실현할 수 있다. 또한, SOI구조에 있어서 기판전위의 확정이 가능하며, 소스, 드레인단부나 채널중앙부의 축적
전하를 효율적으로 빼내어 고성능의 트랜지스터를 실현할 수 있다. 또한, 구동회로나 콘트롤회로를 동일기판상에 형성
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한 고정세(精細) 액정표시패널을 실현할 수 있다.
    

(57) 청구의 범위

청구항 1.

화소 영역과 상기 화소 영역의 주변에 형성된 주변회로 영역을 갖는 표시장치에 있어서,

상기 주변회로 영역에 형성되고 채널 영역에 제 1 의 반도체 결정(grains)을 갖는 다결정 반도체로 형성된 트랜지스터
와,

상기 화소 영역에 형성되고 채널 영역에 제 2 의 반도체 결정을 갖는 다결정 반도체로 형성된 트랜지스터를 갖고,

상기 제 1 의 반도체 결정의 입경이 3 ㎛ 이상이고, 상기 제 2 의 반도체 결정의 입경이 0.05 ㎛ 이상인 것을 특징으로 
하는 표시장치.

청구항 2.

청구항 1 에 있어서,

상기 제 2 의 반도체 결정의 입경은 0.05 ㎛ 이상에서 0.3 ㎛ 이하인 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 3.

청구항 1 에 있어서,

상기 표시장치는 액정표시장치인 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 4.

화소 영역과 상기 화소 영역의 주변에 형성된 주변회로 영역을 갖는 표시장치에 있어서,

상기 주변회로 영역에 형성되고 채널 영역에 제 1 의 반도체 결정을 갖는 다결정 반도체로 형성된 트랜지스터를 갖고,

상기 제 1 의 반도체 입자는 상기 트랜지스터의 소스 영역과 드레인 영역과 상기 채널 영역과에 형성된 단결정의 반도
체 결정인 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 5.

청구항 4 에 있어서,

상기 트랜지스터는 600℃ 이하의 공정으로 형성된 것인 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 6.

청구항 4 에 있어서,

상기 화소 영역에 형성되고 채널 영역에 제 2 의 반도체 결정을 갖는 다결정 반도체로 형성된 트랜지스터를 갖고,
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상기 제 2 의 반도체 결정의 입경은 상기 제 1 의 반도체 결정의 입경보다 작은 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 7.

청구항 5 에 있어서,

상기 표시장치는 액정표시장치인 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 8.

화소 영역과 상기 화소 영역의 주변에 형성된 주변회로 영역을 갖는 표시장치에 있어서,

상기 주변회로 영역에 형성되고 채널 영역에 제 1 의 반도체 결정을 가지는 다결정 반도체로 형성된 트랜지스터와,

상기 화소 영역에 형성되고 채널 영역에 제 2 의 반도체 결정을 가지는 다결정 반도체로 형성된 트랜지스터를 갖고,

상기 제 2 의 반도체 결정의 입경은 상기 제 1 의 반도체 결정의 입경보다 작은 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 9.

청구항 8 에 있어서,

상기 제 1 의 반도체 결정은 상기 트랜지스터의 소스 영역과 드레인 영역과 상기 채널 영역과에 형성된 단결정의 반도
체 결정인 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 10.

청구항 8 에 있어서,

상기 제 1 의 반도체 결정의 입경은 3 ㎛ 상이고, 상기 제 2 의 반도체 결정의 입경은 0.3 ㎛ 이하인 것을 특징으로 하
는 표시장치.

청구항 11.

청구항 8 에 있어서,

상기 제 1 의 반도체 결정의 입경은 3 ㎛ 이상이고, 상기 제 2 의 반도체 결정의 입경은 0.05 ㎛ 이상인 것을 특징으로 
하는 표시장치.

청구항 12.

청구항 8 에 있어서,

상기 제 2 의 반도체 결정의 입경은 0.05 ㎛ 이상에서 0.3 ㎛ 이하인 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 13.

절연기판과,

상기 절연기판상에 형성되어 내부에 금속이 흡수된 제 1 의 다결정반도체층과,
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상기 제 1 의 다결정 반도체층상에 형성된 제 2 의 다결정 반도체층과,

상기 다결정 반도체층상에 형성된 절연막과 상기 절연막상에 형성된 게이트 전극을 갖고,

상기 제 1 의 다결정 반도체층에는 소정의 전위가 인가되고 있는 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 14.

청구항 13 에 있어서,

상기 제 1 의 다결정 반도체층과 상기 제 2 의 다결정 반도체층과는 상기 표시 장치의 표시 영역의 주변에 형성된 것인 
것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 15.

청구항 13 또는 청구항 14 에 있어서,

상기 제 1 의 다결정 반도체층의 막두께는 상기 제 2 의 다결정 반도체층의 막두께보다 얇은 것을 특징으로 하는 표시
장치.

청구항 16.

청구항 13 또는 청구항 14에 있어서,

상기 제 2 의 다결정 반도체막이 형성된 영역은 상기 제 1 의 다결정 반도체막이나 형성된 영역보다 좁은 영역인 것을 
특징으로 하는 표시장치.
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专利名称(译) 显示设备

公开(公告)号 KR1020020018640A 公开(公告)日 2002-03-08

申请号 KR1020010085730 申请日 2001-12-27

[标]申请(专利权)人(译) 日立HITACHI SEISAKUSHODBA

申请(专利权)人(译) 株式会社日立制作所

当前申请(专利权)人(译) 株式会社日立制作所

[标]发明人 SUZUKI KENKICHI
스즈키켄키치
NAGATA TETSUYA
나가타테쯔야
OGINO TOSHIO
오기노토시오
SAITOU MASAKAZU
사이토우마사카즈
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代理人(译) 李钟IL

优先权 1999003812 1999-01-11 JP

其他公开文献 KR100386181B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

目的：提供一种高性能TFT，包括单晶晶粒取向的多晶薄膜，晶界杂质少，多晶薄膜的粒径大于晶体管的沟道长度，而尺寸为单晶
渠道部分。组成：在基板3上形成第一a-Si膜11，在基板3上形成金属膜14作为基材膜，在金属膜14上形成对应于待形成的TFT区域
的开口15，然后使用MIC和MILC在600℃或更低温度下进行热退火，使得金属膜14下面的a-Si膜11变成p-Si膜16，同时金属膜14被
吸收到p-Si中。在薄膜16中，允许晶粒横向生长以形成大粒径的晶粒17，并且用准分子激光照射a-Si膜18以使其成为多晶。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/28858133-3709-477b-9103-9f747641d337
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/011567615/publication/KR20020018640A?q=KR20020018640A



